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無料サンプル及び最新版データシートの入手には、マキシムのホームページをご利用ください。http://japan.maxim-ic.com

本データシートに記載された内容はMaxim Integrated Productsの公式な英語版データシートを翻訳したものです。翻訳により生じる相違及び
誤りについては責任を負いかねます。正確な内容の把握には英語版データシートをご参照ください。

概要 ___________________________________
MAX338/MAX339は、モノリシックのCMOSアナログ
マルチプレクサです。MAX338は8チャネルで、3ビット
のバイナリアドレス制御により、8個の入力のうちの1個
をコモン出力に接続します。MAX339はデュアル4チャ
ネルで、2ビットのバイナリアドレス制御により、4個の
入力のうちの1個をコモン出力に接続します。いずれの
製品もマルチプレクサ又はデマルチプレクサとして使用
できます。オン抵抗は400Ω(max)で、電流は両方向に
対して同等に流れます。

これらのマルチプレクサは、オフ時のリーク電流が非常に
低く(+25℃で20pA以下)、またオン時のチャネルリーク
電流も非常に低くなっています(+25℃で50pA以下)。
新設計により低チャージインジェクション(1.5pCtyp)
が保証され、静電気放電(ESD)保護は2000V以上
(3015.7法)が保証されています。これらの改良型マルチ
プレクサは、工業標準のDG508A/DG509Aをアップ
グレードしたピンコンパチブルな製品です。類似製品の
MAX328及びMAX329は、リーク電流及びチャージ
インジェクションがさらに低くなっていますが、オン
抵抗は高くなっています。

MAX338/MAX339は+4.5V～+30Vの単一電源又は
±4.5V～±20Vのデュアル電源で動作します。全制御入力
(アドレス、イネーブル)は、全温度範囲及び±4.5V～±18V
の電源電圧範囲でTTLコンパチブル(+0.8V～+2.4V)
です。これらのマルチプレクサはマキシム社の44V
シリコンゲートプロセスで製造されています。

アプリケーション _______________________
データ収集システム

試験装置

軍用無線機

誘導制御機器

特長 ___________________________________
◆ オン抵抗：400Ω以下

◆ 遷移時間：500ns以下

◆ オン抵抗マッチング：10Ω以下

◆ NOオフ時のリーク電流：20pA以下(+25℃)

◆ チャージインジェクション：1.5pC

◆ 単一電源動作(+4.5V～+30V)
バイポーラ電源動作(±4.5V～±20V)

◆ 工業標準DG508A/DG509Aの差し換え
アップグレード

◆ 電源電圧範囲の信号入力

◆ TTL/CMOSロジックコンパチブル

◆ ESD保護：2000V以上(3015.7法)

型番 ___________________________________
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PBX、PABX

サンプル＆ホールド回路

ヘッドアップディスプレイ

通信機器

PART

MAX338CPE

MAX338CSE

MAX338C/D 0°C to +70°C

0°C to +70°C

0°C to +70°C

TEMP RANGE PIN-PACKAGE

16 Plastic DIP

16 Narrow SO

Dice*

型番の続きはデータシートの最後に記載されています。
*Diceの仕様についてはお問い合わせください。
**入手性についてはお問い合わせください。

MAX338EPE -40°C to +85°C 16 Plastic DIP
MAX338ESE -40°C to +85°C 16 Narrow SO
MAX338EJE -40°C to +85°C 16 CERDIP
MAX338MJE -55°C to +125°C 16 CERDIP**

MAX338ETE -40°C to +85°C 16 Thin QFN (5mm x 5mm)

CMOS DECODE LOGIC
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MAX338 8-CHANNEL SINGLE-ENDED MULTIPLEXER
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Pin Configurations/Functional Diagrams/Truth Tables
continued at end of data sheet.
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1.5 5TA = +25°C

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Dual Supplies
(V+ = +15V, V- = -15V, GND = 0V, VAH = +2.4V, VAL = +0.8V, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted.)

Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional
operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to
absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

Voltage Referenced to V-
V+ ............................................................................-0.3V, 44V
GND.........................................................................-0.3V, 25V

Digital Inputs, NO, COM (Note 1)...........(V- - 2V) to (V+ + 2V) or
30mA (whichever occurs first)

Continuous Current (any terminal) ......................................30mA
Peak Current, NO or COM

(pulsed at 1ms, 10% duty cycle max) ..........................100mA

Continuous Power Dissipation (TA = +70°C)
Plastic DIP (derate 10.53mW/°C above +70°C) ..........842mW
Narrow SO (derate 8.70mW/°C above +70°C) ............696mW
16-Pin TQFN (derate 21.3mW/°C above +70°C) .......1702mW
CERDIP (derate 10.00mW/°C above +70°C)...............800mW

Operating Temperature Ranges
MAX33_C__ ........................................................0°C to +70°C
MAX33_E__......................................................-40°C to +85°C
MAX33_MJE ..................................................-55°C to +125°C

Storage Temperature Range .............................-65°C to +150°C
Lead Temperature (soldering, 10sec) .............................+300°C

VCOM = ±10V,
VNO = ±10V,
sequence
each switch
on

VNO = +10V,
VCOM = ±10V,
VEN = 0V

VCOM = +10V,
VNO = ±10V,
VEN = 0V

INO = 0.2mA,
VCOM = ±10V

VNO = ±10V,
VCOM = +10V,
VEN = 0V

CONDITIONS

nA

-20 20

ICOM(ON)
COM-On Leakage Current
(Note 5)

-1.65 1.65

-0.05 0.008 0.05

-40 40

-3.25 3.25

-0.05 0.006 0.05

nA

-20 20

ICOM(OFF)
COM-Off Leakage Current
(Note 5)

-1.65 1.65

-0.05 0.005 0.05

-40 40

220 400

-3.25 3.25

-0.05 0.005 0.05

nA

-20 20

INO(OFF)
NO-Off Leakage Current
(Note 5)

-1.25 1.25

Ω
500

RONOn-Resistance

UNITS
MIN TYP MAX

(Note 2)
SYMBOLPARAMETER

Note 1: Signals on NO, COM, EN, A0, A1, or A2 exceeding V+ or V- are clamped by internal diodes.  Limit forward current to 
maximum current ratings.

V-15 15
VNO,
VCOM

Analog Signal Range

INO = 0.2mA,
VCOM = ±10V (Note 4)

Ω
4 10

∆RON
On-Resistance Matching
Between Channels

(Note 3)

TA = +25°C

TA = TMIN to TMAX

TA = +25°C

-0.02 0.001 0.02TA = +25°C

TA = TMIN
to TMAX

TA = +25°C

TA = TMIN
to TMAX

TA = +25°C

TA = TMIN
to TMAX

TA = +25°C

TA = TMIN
to TMAX

TA = +25°C

TA = TMIN
to TMAX

MAX339

MAX338

MAX339

MAX338

C, E

M

C, E

M

C, E

M

C, E

M

C, E

M

SWITCH

TA = TMIN to TMAX 15
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Dual Supplies (continued)
(V+ = +15V, V- = -15V, GND = 0V, VAH = +2.4V, VAL = +0.8V, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted.)

Off Isolation
(Note 6)

dB-75VISO

1.5 5Q
Charge Injection
(Note 3)

100 500

ns
750

tON(EN)Enable Turn-On Time
160 500

ns10 140tOPENBreak-Before-Make Interval

µA-1.0 1.0IAL
Input Current with 
Input Voltage Low

µA-1.0 0.001 1.0IAH
Input Current with 
Input Voltage High

µA
-10 10

I-Negative Supply Current
-1 1

µA
600

I+Positive Supply Current
290 500

V±4.5 ±20Power-Supply Range
50 100

µA
150

UNITS
MIN TYP MAX

(Note 2)
SYMBOLPARAMETER

Crosstalk Between Channels VCT -92 dB

Logic Input Capacitance CIN 2 pF

NO-Off Capacitance CNO(OFF) 3 pF

11
COM-Off Capacitance CCOM(OFF)

f = 1MHz,
VEN = 0.8V,
VCOM = 0V,
Figure 8 6

pF

16
COM-On Capacitance CCOM(ON)

f = 1MHz,
VEN = 2.4V,
VCOM = 0V,
Figure 8 9

pF

TA = +25°C

VEN = 0V or 2.4V,
VA = 0V

TA = +25°C

VA = 2.4V or 15V

TA = +25°C
TA = TMIN to TMAX

TA = TMIN to TMAX

TA = +25°C

TA = +25°C
TA = +25°C

TA = TMIN to TMAX

TA = +25°C

TA = +25°C
TA = TMIN to TMAX

CONDITIONS

TA = +25°C

TA = +25°C

TA = +25°C

TA = +25°C

TA = +25°C

VEN = 0V,
RL = 1kΩ,
f = 100kHz

CL = 100pF,
VNO = 0V,
RS = 0Ω, Figure 6

Figure 3

VEN = 0V or 2.4V,
VA(ALL) = 0V, 2.4V or 5V

Figure 4

VEN = 2.4V,
VA(ALL) = 2.4V

VEN = VA = 0V

VEN = 2.4V,
f = 100kHz,
VGEN = 1VP-P,
RL = 1kΩ, Figure 7

f = 1MHz

f = 1MHz,
VEN = VNO = 0V,
Figure 8

MAX338

MAX339

MAX338

MAX339

ns200 500tTRANSTransistion Time TA = +25°CFigure 2

pC

ns
750

tOFF(EN)Enable Turn-Off Time
TA = TMIN to TMAX

Figure 3

INPUT

SUPPLY

DYNAMIC
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(Note 3)

CONDITIONS

CL = 100pF,
VNO = 0V,
RS = 0Ω

VINH = 2.4V,
VINL = 0V,
VNO1 = 5V,
Figure 3
VINH = 2.4V,
VINL = 0V,
VNO1 = 5V,
Figure 3

VNO1 = 8V,
VNO8 = 0V,
VIN = 2.4V,
Figure 1

INO = 0.2mA
VCOM = 3V or 10V

pC1.8 5Q
Charge Injection
(Note 3)

ns110 500tOFF(EN)
Enable Turn-Off Time
(Note 3)

V0 12
VNO,
VCOM

Analog Signal Range

ns280 500tON(EN)
Enable Turn-On Time
(Note 3)

ns210 500tTRANS
Transition Time
(Note 3)

Ω460 650RONOn-Resistance

UNITS
MIN TYP MAX

(Note 2)
SYMBOLPARAMETER

ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Single Supply
(V+ = +12V, V- = 0V, GND = 0V, VAH = +2.4V, VAL = +0.8V, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted.)

Note 2: The algebraic convention where the most negative value is a minimum and the most positive value a maximum is used in
this data sheet.

Note 3: Guaranteed by design.
Note 4: ∆RON = RON(MAX) - RON(MIN).
Note 5: Leakage parameters are 100% tested at the maximum rated hot temperature and guaranteed by correlation at +25°C.
Note 6: Worst-case isolation is on channel 4 because of its proximity to the drain pin. Off isolation = 20log VCOM/VNO, where 

VCOM = output and VNO = input to off switch.

TA = +25°C

TA = +25°C

TA = +25°C

TA = +25°C

TA = +25°C

SWITCH

DYNAMIC
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標準動作特性_______________________________________________________________________
(TA = +25°C, unless otherwise noted.)



アプリケーション情報 ___________________

±15V以外の電源電圧動作

±15V以外の電源電圧を使用する場合は、アナログ信号の
電圧範囲が減少します。MAX338/MAX339スイッチは
±4.5V～±20Vのバイポーラ電源、又は+4.5V～+30Vの
単一電源で動作します。単一電源動作の場合は、V-を
GNDに接続して下さい。+24Vと-5Vのようなアン
バランスな電源でも動作することができます。20V、15V、
10V及び5V電源での標準的なオン抵抗が「標準動作特性」
のグラフに示されています。(5V動作ではスイッチング
時間が2倍以上に増加します。)

過電圧保護

全てのCMOS製品に対して、正しい電源シーケンスを
行うことが推奨されます。素子に定格以上の電圧が印加
された場合永久的なダメージを受けるため、絶対最大
定格を越えないようにすることが重要です。V+を最初に
オンにし、次にV-、その次にロジック入力、NO、又は
COMというシーケンスを常に守ってください。電源
シーケンスの順番が守れない場合、過電圧保護用に電源
端子に直列に2個の小信号ダイオードを接続して下さい
(図1)。ダイオードを加えることによって、アナログ
信号範囲が(V+-1V)～(V-+1V)の範囲に低減しますが、
低スイッチ抵抗、低リーク電流特性には影響はありま
せん。デバイスの動作は変わらないため、V+とV-の
電圧差は+44Vを越えないようにして下さい。
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Vg

NO
COM

V-

V+

図1. 外付ブロッキングダイオードを用いた過電圧保護

端子説明___________________________________________________________________________

PIN

MAX338 MAX339

DIP/SO THIN QFN DIP/SO THIN QFN

NAME FUNCTION

1, 15, 16, 15, 14, 13 — — A0, A2, A1 Address Inputs

— — 1, 16 15, 14 A0, A1 Address Inputs

2 16 2 16 EN Enable

3 1 3 1 V- Negative-Supply Voltage Input

4–7 2–5 — — NO1–NO14 Analog Inputs—Bidirectional

— — 4–7 2–5 NO1A–NO4A Analog Inputs—Bidirectional

8 6 — — COM Analog Output—Bidirectional

— — 8, 9 6, 7 COMA, COMB Analog Outputs—Bidirectional

9–12 7–10 — — NO8–NO5 Analog Inputs—Bidirectional

— — 10–3 8–11 NO4B–NO1B Analog Inputs—Bidirectional

13 11 14 12 V+ Positive-Supply Voltage Input

14 12 15 13 GND Ground

— EP — EP Exposed Pad Exposed Pad. Connect to V+.

端子
名称 機 能

アドレス入力

アドレス入力

イネーブル

負電源電圧入力

アナログ入力(双方向)

アナログ入力(双方向)

アナログ出力(双方向)

アナログ出力(双方向)

アナログ入力(双方向)

アナログ入力(双方向)

正電源電圧入力

グランド
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テスト回路／タイミング_____________________________________________________________

図2. 遷移時間

図3. イネーブルスイッチング時間

50%

tTRANS

tr < 20ns
tf < 20ns

VOUT

+3V

0V

VNO1

0V

VNO8

LOGIC
INPUT

SWITCH
OUTPUT

+15V

VOUT

-15V

GND

V+

A1

V-

A2

A0

EN

NO1

NO2-NO7

NO8

COM

±10V

+10V

50Ω

MAX338

1kΩ
10pF

+15V

VOUT

-15V

GND

V+

A0

V-

A1

EN

NO1B

NO1A-NO4A

NO4B

COMB

±10V

50Ω

MAX339

1kΩ
10pF

90%

90%

tTRANS
ON

+10V

ON

50%

tOFF(EN)

tr < 20ns
tf < 20ns

VOUT

VO

+3V

0V

0V

LOGIC
INPUT

SWITCH
OUTPUT

+15V

VOUT

-15V

GND

V+

A1

V-

A0

A2

EN NO1

NO2-NO8

COM

-5V

50Ω

MAX338

1kΩ
10pF

90%

10%

tON(EN)

+15V

VOUT

-15V

GND

V+

A1

V-

A0

EN NO1B

NO1A-NO4A,
NO2B-NO4B,

COMA

COMB

-5V

50Ω

MAX339

1kΩ
35pF
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テスト回路／タイミング(続き) _______________________________________________________

図4. ブレーク・ビフォ・メイクの間隔

図5. チャージインジェクション

50%

tOPEN

tr < 20ns
tf < 20ns

VOUT

+3V

0V

LOGIC
INPUT

SWITCH
OUTPUT

+15V

VOUT

-15V

GND

V+

A0

V-

A1

A2

EN

NO1-NO8

COM

+5V

50Ω

MAX338

1kΩ
10pF

80%

+2.4V

0V

∆VOUT

+3V

0V

LOGIC
INPUT

+15V

VOUT

-15V

GND

V+

A1

V-

A0

A2

EN

COM

MAX338

CL = 100pF
VOUT

NO

CHANNEL
SELECT

RS

VS

ONOFF OFF

∆VOUT IS THE MEASURED VOLTAGE DUE TO CHARGE TRANSFER
ERROR Q WHEN THE CHANNEL TURNS OFF.

Q = CL x ∆VOUT
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テスト回路／タイミング(続き) _______________________________________________________

図6. オフアイソレーション 図7. クロストーク

図8. NO/COM容量
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1kΩ
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ピン配置／ファンクションダイアグラム／真理値表(続き) _______________________________

16

15

14

13

12

11

10

9

1

2

3

4

5

6

7

8

A1 

GND

V+

NO1BNO1A

V-

EN

A0

TOP VIEW

MAX339

NO2B

NO3B

N04B

COMBCOMA

NO4A

NO3A

NO2A

DIP/SO

CMOS DECODE LOGIC

A1 A0 EN

NO4B

NO3B

NO2B

NO1B

NO4A

NO3A

NO2A

NO1A

COMA

V+ V- GND

COMB

MAX339 8-CHANNEL SINGLE-ENDED MULTIPLEXER

A2 A1 A0 EN
ON

SWITCH

X
0
0
0
0
1
1
1
1

X
0
0
1
1
0
0
1
1

X
0
1
0
1
0
1
0
1

0
1
1
1
1
1
1
1
1

None
1
2
3
4
5
6
7
8

MAX338

LOGIC “0” VAL ≤ 0.8V, LOGIC “1” VAH ≥ 2.4V

A1 A0 EN
ON

SWITCH

X

0

0

1

1

X

0

1

0

1

0

1

1

1

1

None

1

2

3

4

MAX339

LOGIC “0” VAL ≤ 0.8V, LOGIC “1” VAH ≥ 2.4V
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型番(続き) _____________________________

*Diceの仕様についてはお問い合わせください。
**入手性についてはお問い合わせください。

16 CERDIP**-55°C to +125°CMAX339MJE
16 CERDIP-40°C to +85°CMAX339EJE
16 Narrow SO-40°C to +85°CMAX339ESE
16 Plastic DIP-40°C to +85°CMAX339EPE

Dice*

16 Narrow SO

16 Plastic DIP

PIN-PACKAGETEMP RANGE

0°C to +70°C

0°C to +70°C

0°C to +70°CMAX339C/D

MAX339CSE

MAX339CPE

PART

16 Thin QFN (5mm x 5mm)-40°C to +85°CMAX339ETE

16

EN

15

A0

14

A1

13

A2

5

NO4

6

COM

7

NO8

8

NO7

MAX338

2NO1

1V-

3NO2

4NO3

11 V+

12 GND

10 NO5

9 NO6

TOP VIEW

16 15 14 13

EN A0 A1 GND

5 6 7 8

NO4A COMA COMB NO4B

MAX339

2

1

3

4

NO1A

V-

NO2A

NO3A

11

12

10

9

NO1B

V+

NO2B

NO3B

LOGIC LOGIC

Thin QFN Thin QFN

ピン配置／ファンクションダイアグラム／真理値表(続き) _______________________________
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チップ構造図_______________________________________________________________________

V+

 NO3

EN

0.114"
(2.89mm)

0.078"
(1.98mm)

COM NO8

NO5

NO6

N07

A0 A1 A2 GND

 NO2

 NO1

 V-

N.C.

 NO4

V+

 NO3A

EN

0.114"
(2.89mm)

0.078"
(1.98mm)

COMA COMB

NO1B

NO2B

N04B

A0 A1 N.C. GND

 NO2A

 NO1A

 V-

NO3B

 NO4A

TRANSISTOR COUNT:  224

SUBSTRATE IS INTERNALLY CONNECTED TO V+

Note: On Thin QFN packages connect exposed pad 
to V+.

TRANSISTOR COUNT:  224

SUBSTRATE IS INTERNALLY CONNECTED TO V+

MAX338 MAX339

N.C. = NO INTERNAL CONNECTION
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パッケージ _________________________________________________________________
(このデータシートに掲載されているパッケージ仕様は、最新版が反映されているとは限りません。最新のパッケージ情報は、
japan.maxim-ic.com/packagesをご参照下さい。)

〒169-0051東京都新宿区西早稲田3-30-16（ホリゾン1ビル）
TEL. (03)3232-6141 FAX. (03)3232-6149

マキシムは完全にマキシム製品に組込まれた回路以外の回路の使用について一切責任を負いかねます。回路特許ライセンスは明言されていません。
マキシムは随時予告なく回路及び仕様を変更する権利を留保します。
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